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Circuit Theory and Design (ECCTD’03), septiembre 2003, pp. II-
402-11-405.

“Impact of technology scaling on the input and output features of
RF-MOSFETSs: effects and modeling”, R. Torres, R. Murphy, E.
Augendre, S. Decoutere, Memoria de la European Solid State
Devices Research Conference (ESSDERC 2003), septiembre
2003, pp. 295-298.

“Laboratorios Remotos para la Educacion a Distancia en
Electrénica”, R. Murphy, Memoria del 4to. Congreso Internacional
de Educacion Superior (UNIVERSIDAD 2004), febrero 2004, pp.
POS048-1-POS048-5 (4489-4493).
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“Bi-CMOS Opto-Electronic Reception System for Application in
High-Frequencies”, J. Martinez, A Diaz, A. Torres, R. Murphy, J.
Finol, Memoria del XIV Congreso Internacional de Electrdnica,
Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP 2004), febrero
2004, pp. 214-219.

“‘Design and Characterization of Two MOS Transimpedance
Amplifier Structures for High-Frequency Applications”, J. Martinez,
A. Diaz, A. Torres, R. Murphy, J. Finol, Memoria del X Workshop
Iberchip, marzo 2004, pp. 604-608.

“Straightforward Determination of Small-Signal Model Parameters
for Bulk RF-MOSFETs”, R. Torres, R. Murphy, Memoria del Fifth
IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2004), noviembre 2004, pp. 14-18.

“Linearity in Two Optical Receiver Structures for High-Frequency
Applications”, J. Martinez, A. Diaz, R. Murphy, J. Finol, Memoria
del Fifth IEEE International Caracas Conference on Devices,
Circuits and Systems (ICCDCS2004), noviembre 2004, pp. 126-
129.

‘Effects of the Low Temperature Annealing on the Transport
Mechanisms in n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon Heterojunctions”,
P. Rosales, A. Torres, R. Murphy, F.J. De la Hidalga, L.F. Marsal,
R. Cabré, J. Pallarés, Memoria del Fifth IEEE International
Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems
(ICCDCS2004), noviembre 2004, pp. 168-171.

“Volterra Series in Two Optical Receiver Structures for High
Frequency Applications”, J. Martinez, A. Diaz, R. Murphy, J. Finol,
Memoria de la International Conference on Electronic Design
(ICED 2004), noviembre 2004, pp. m2 1-4.

“Electrical Characteristics of a-SiGe:H/c-Si Heterojunction Diodes”,
R. Cabré, P. Rosales, A. Torres, L. Hernandez, R. Murphy, F.J. De
la Hidalga, L.F. Marsal, J. Pallarés, Memoria de la 2005 Spanish
Conference on Electron Devices, febrero 2005, pp. 271-274.

‘A Simple Electrical RLC Crosstalk Model for Interconnects on
Silicon”, J. Huerta, R. Murphy, Memoria Técnica de la Sixth
International Caribbean Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2006), abril 2006, pp. 79-82.

‘Panel — Science and Technology Entrepreneurship For
Economic Development (SEED)”, R. Jordan, S. Kassicieh, A.
Roldan, N. Jerez, R. Lotufo, R. Murphy, Memoria Técnica de la
Ninth International Conference on Engineering Education, julio
2006, pp. R3C-1—R3C-4.
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“‘Quantum (5 5 12) Silicon Nanowire 300K MOSFET”, D. L.
Kendall,, F. J. De la Hidalga, R .R. Rodriquez, M. Castro, A.
Torres, W. Calleja, E. Meza Prieto, M. Landa, C. Zufiga, R.
Murphy, N. Carlos, I. Juarez, M. Kendall, Electro Chemical Society
Transactions, Vol. 13, No. 1, mayo 2008, pp. 337-344.

“A Modified Model for the Self Inductance of Metal Lines on Si”, J.
Huerta, R. Murphy, proceedings of the 2009 International
Workshop Series on Signal Integrity and High-Speed Interconnects
(IMWS2009-R9), febrero 2009, pp. 111-114.
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“Caracterizacion Estadistica de Capacitores Integrados MOS”, B.
Chavira, R. Murphy, Memoria del XXXIlIl Congreso Nacional de
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“Disefio y Fabricacion de un Sensor Magnético de Efecto Hall”, J.
Remolina, W. Calleja, M. Linares, R. Murphy, M. Landa, |
Fuentes, |. Zaldivar, T. Flores, T. Ledn, Memoria del XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990,
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“Desarrollo de un Proceso de Fabricacion NMOS”, W. Calleja, F.
Hernandez, J. Remolina, M. Linares, R. Murphy, M. Landa, |.
Fuentes, |. Zaldivar, T. Flores, T. Ledn, Memoria del XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990,
p. 102.

“Celdas Basicas Digitales”, R. Murphy, M. Linares, S. Fuentes, W.
Calleja, J. Remolina, I. Zaldivar, M. Landa, I. Fuentes, T. Flores, T.
Ledn, Memoria del XXXIlII Congreso Nacional de Fisica,
Ensenada, B. C. N., octubre 1990, p. 102.

“Caracterizacion Eléctrica de Circuitos Integrados CMOS”, M.
Linares, R. Murphy, W. Calleja, S. Fuentes, M. Aceves, |. Zaldivar,
M. Landa, |. Fuentes, T. Flores, T. Leén, Memoria del XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990,
p. 102.

“Implantaciéon de lones en Circuitos MOS Complementarios”, W.
Calleja, M. Linares, R. Murphy, J. Remolina, M. Aceves, A. Torres,
S. Fuentes, M. Landa, |. Fuentes, C. Zufiga, |. Zaldivar, Memoria
del XXXIII Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N,
octubre 1990, p. 102.

“Peliculas CVD para Procesos MOS”, W. Calleja, M. Linares, R.
Murphy, A. Torres, M. Aceves, M. Landa, S. Fuentes, |. Fuentes,
Memoria del XXXIIl Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C.
N., octubre 1990, p. 103.
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“Aplicacion de Métodos Estadisticos para Determinar las Causas
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Estudio”, M. Aceves, J. Hernandez, R. Murphy, IV Encuentro
Nacional de Egresados de la Escuela Superior de Fisica y
Matematicas del IPN, Taxco, Guerrero, mayo 1991.

“‘Un Dispositivo para Ayuda en Deficiencias Auditivas”, F.
Sandoval, R. Murphy, Memoria del XXXIV Congreso Nacional de
Fisica, México, D. F., octubre 1991, p. 24.

“‘Estudio Comparativo de los Métodos AVBE y Punzonado para

Medir la Adherencia de Transistores de Potencia”, M. Aceves, R.
Murphy, Memoria del XXXIV Congreso Nacional de Fisica, México,
D. F., octubre 1991, p. 42.

“‘Depdsito LPCVD de Silicio Policristalino: Una Revision”, R.
Murphy, M. Aceves, A. Torres, M. Landa, |. Fuentes, Memoria del
XXXV Congreso Nacional de Fisica, Puebla, Pue., octubre 1992,

pp. 2.

“‘Analisis por Computacion del Gammagrama de Vaciamiento
Gastrico”, C. Arteaga, R. Murphy, C. Manzano, L. Uscanga, L.
Morales, Memoria del XXVII Congreso Anual de la Sociedad
Mexicana de Medicina Nuclear, Ajijic, Jalisco, mayo 1993, pp. 112.

“Modelado de la Curva de Vaciamiento Gastrico”, R. Murphy, C.
Arteaga, Memoria del XXXVI Congreso Nacional de Fisica,
Acapulco, Gro., octubre 1993, pp. 87.

“The Use of Statistical Methods to Insure the Quality and
Optimization of Polysilicon Deposition”, M. Aceves, R. Murphy, A.
Torres, W. Calleja, 1993 International Integrated Reliability
Workshop, Presentation Viewgraph Booklet, Lake Tahoe,
California, EUA, octubre 1993, pp. 113-122.

“Modelado de Circuitos Integrados CMOS”, R. Murphy, Memoria
del VII Congreso de Electréonica, Eléctrica y Sistemas
Computacionales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., octubre 1997, pp. 24-27.

“Impedancia del Polisilicio Usado como Linea de
Interconexion en Circuitos Integrados”, Memoria del VI Encuentro
Regional de Investigacion y Ensefianza de la Fisica, Puebla, Pue.,
junio 1998, pp. 40.

“Temperature Dependence on Carrier Deflection in a Split-Drain
Magfet®’, P. Garcia, E. Gutiérrez, R. Murphy, Memoria del Fifth
International Symposium on Low Temperature Electronics,
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Memoria del Primer Encuentro de Investigacion, INAOE,
Tonantzintla, Puebla, noviembre 2000, pp. 6.
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Rosales, A. Torres, R. Murphy, Memoria del Primer Encuentro de
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“Fabricacion y Caracterizacion de Inductores Sobre Silicio”, J.
Huerta, A. Diaz, A. Torres, R. Murphy, W. Calleja, M. Landa,
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Zueck, A. Sarmiento, R. Murphy, Resumenes del XIX Congreso
Nacional de Posgrado, septiembre 2005, p. 106.

“Electrical behaviour of Ti electrodes on MIM structures using a-
C:H film as insulator”, C Zufiga-Islas, A | Kosarev, A Torres-
Jacome, P Rosales-Quintero, W Calleja-Arriaga, F J de la Hidalga-
Wade and R S Murphy-Arteaga, Workshop on Frontiers in
Electronics, Cozumel, México, Diciembre 2007.

“‘Analytical characterization and modeling of shielded test
structures for RFCMOS”, Emmanuel Torres-Rios, Reydezel
Torres-Torres, Roberto Murphy-Arteaga, and Edmundo Gutiérrez-
D., Workshop on Frontiers in Electronics, Cozumel, México,
Diciembre 2007.
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Boletin de la Sociedad Mexicana de Fisica, Vol. 13, No. 3, julio-
septiembre 1999, pp. 123-124. También publicado en Electronica
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Perfiles de la UDLA, Afio XIV, No. 17, diciembre 1999, pp. 14.

“‘La Fabricacion de Circuitos Integrados en México: Propuesta
para Crear Centro Nacional de Microelectronica”, R. Murphy,
Periédico Sintesis, Seccion Universitarios, lunes 11 de diciembre
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“Caracterizacion del Transistor MOS en Altas Frecuencias”, R.
Murphy, Memoria del Primer Encuentro de Investigacién, INAOE,
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“Fabricacion de Transistores de Heterounién en Silicio”, P.
Rosales, A. Torres, R. Murphy, Memoria del Primer Encuentro de
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“Importancia de apoyar la nanoelectronica”, R. Murphy, Periodico
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Integrados”, J. Huerta, A. Diaz, A. Torres, R. Murphy, W. Calleja,
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Convencion Internacional de Educacion Superior, febrero 2002,
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“Difusion de Boro en Sip 848Gep.15C0.002 Usando Recocidos
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“Modelado del Transistor MOS para Aplicaciones de RF Utilizando
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‘Low Temperature Annealing on n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon
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“Chips y Medicina Nuclear”, XVIlI Reunién Anual de la Sociedad
Mexicana de Medicina Nuclear, Cuernavaca, Morelos, abril 1983.
(Presentacion en sesion plenaria, 10 minutos)

“Caracterizacion del Proceso de Fabricacion de Circuitos
Integrados del INAOE”, V Seminario de Fisica Electrénica, México
D.F., agosto 1989.

(Presentacion en sesion plenaria, 20 minutos)

“Un Proceso CMOS de Nueve Niveles”, Congreso de Electronica y
Comunicaciones UDLA-P-90. Universidad de las Ameéricas,
Puebla, febrero 1990.

(Presentacion en sesion simultanea, 50 minutos)

“‘Disefio y Fabricacion de Circuitos Integrados CMOS”, XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“‘Disefio y Fabricacion de un Sensor Magnético de Efecto Hall”,
XXXIIlI Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre
1990.

(Explicacién oral de sesion mural)

“‘Desarrollo de un Proceso de Fabricacion NMOS”, XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesién mural)

“Celdas Basicas Digitales”, XXXIlII Congreso Nacional de Fisica,
Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesion mural)

“Caracterizacion Eléctrica de Circuitos Integrados CMOS”, XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesién mural)

“Implantaciéon de lones en Circuitos MOS Complementarios”,
XXXIIlI Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre
1990.

(Explicacién oral de sesion mural)

“Peliculas CVD para Procesos MOS”, XXXIII Congreso Nacional
de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesién mural)

“Modelado de Circuitos Integrados CMOS en HSPICE”, Congreso
de Electronica y Comunicaciones, UDLA-P-91, febrero 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)
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“Characterization and Modeling of Integrated Circuits”, Seminario
de Microelectronica México-Japon, INAOE, abril 5, 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 20 minutos)

“Caracterizacion de Circuitos Integrados”, Universidad Autonoma
de Puebla, mayo 2, 1991. (Conferencia invitada).
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“‘Modelado de Dispositivos CMOS”, IV Semana de Ingenieria
Electrénica, ITESO, 27 de agosto de 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“‘Un Dispositivo para Ayuda en Deficiencias Auditivas”, XXXIV
Congreso Nacional de Fisica, México, D. F., octubre 21, 1991.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“‘Estudio Comparativo de los Métodos AVBE y Punzonado para
Medir la Adherencia de Transistores de Potencia’, XXXIV
Congreso Nacional de Fisica, México, D. F., octubre 22, 1991.
(Explicacién oral de sesion mural)

“‘Deposito LPCVD de Silicio Policristalino: Una Revision”, XXXV
Congreso Nacional de Fisica, Puebla, Pue., octubre 26, 1992.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“Modelado de la Curva de Vaciamiento Gastrico”, XXXVI Congreso
Nacional de Fisica, Acapulco, Gro., octubre 22, 1993.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“Sobre la Caracterizacion en Alta Frecuencia de Transistores
MOS”, VI Congreso Internacional de Electrénica, Comunicaciones
y Computadoras (CONIELECOMP 96), febrero 29, 1996.
(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Programa de Computacion BIEXP para Radiofarmaco-cinética”,
Taller Avanzado de Capacitacion en Radiofarmacocinética,
México, D. F., marzo 1, 1996.

(Explicacion oral de sesion mural)

“Sobre el Modelado de Dispositivos Semiconductores”, Coloquio
de Ingenieria Electrénica, Instituto Tecnoldgico de Puebla,
septiembre 12, 1996.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“‘Modelado de Circuitos Integrados CMOS”, VII Congreso de
Electrénica, Eléctrica y Sistemas Computacionales, Tuxtla
Gutiérrez, Chis., octubre 23, 1997.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)
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Frequency Applications”, VIII  Congreso Internacional de
Electrénica, Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP
98), febrero 25, 1998.
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1998, septiembre 14, 1998.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“La Necesidad del Desarrollo de la Microelectronica en México”,
Instituto Tecnoldgico de Puebla, octubre 9, 1998.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)
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“Effects of the Low Temperature Annealing on the Transport
Mechanisms in n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon Heterojunctions”,
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Educacién Superior, México D.F., México, febrero 27 2006.
(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

2008 11.61 “Perspectivas de Desarrollo de Joévenes Investigadores en el
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696.

A Trabajo No. 5.13 En: “Band Offsets and Transport
Mechanisms of Hydrogenated Nanocrystalline Silicon/Crystalline
Silicon Heterojunction Diode: Key Properties for Device
Applications”, J.J. Lu, J. Chen, Y.L. He, W.Z. Shen, Journal of
Applied Physics, Vol. 102, No. 6, septiembre 2007, pp. 063701-1-
063701-7.

A Trabajo No. 5.13 En: “Solar Energy Converters Based on
a-Sip.go0 Gep.20: H Films”, B.A. Najafov, V.R. Figarov, International
Journal of Sustainable Energy, Vol. 26, No. 3, septiembre 2007,
pp. 149-157.

A Trabajo No. 5.13 En: “Determining Band Offset and
Interface Charge Density of Hydrogenated Nanocrystalline Silicon /
Crystalline Silicon Heterojunction Diode by C-V Matching Method”,
Lu, J.J., Jiang, Z.Z., Chen, J., He, Y.L., Shen, W.Z., Proceedings
of SPIE, Vol. 6984, Article Number 69840B, marzo 2008.

A Trabajo No. 5.10 En: “RF-Extraction  Methods for
MOSFET Series Resistances: A Fair Comparison”, J.C. Tinoco,
J.P. Raskin, Memoria Técnica de la Seventh International
Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems, abril
2008, pp. 1-6.

A Trabajo No. 5.7 En: “CMOS Active Inductors and
Transformers”, F. Yuan, Springer-Verlag, ISBN 0387764771, junio
2008.

A Trabajo No. 5.12 En: “High-Frequency FET Modeling in

GaN with Dispersion Effects”, M. Morgansen, Tesis de Maestria,
North Carolina State University, septiembre 2008.



12.64

12.65

12.66

12.67

12.68

A Trabajo No. 6.50 En: “An Approach for Determining MOSFET
Small-signal Circuit Model Parameters”, Q. Wang, C. Yuan, Y.
Huang, J. Gao, Microwave Journal, Vol. 51, No. 10, octubre 2008,
pp. 116-123.

A Trabajo No. 5.17 En: “Small Signal and Noise Equivalent Circuit
for CMOS 65 nm up to 110 GHZz”, N. Waldhoff, C. Andrei, D.
Gloria, F. Danneville, G. Dambrine, Proceedings of the 38"
European Microwave Conference, octubre 2008, pp. 321-324.

A Trabajo No. 5.12 En: “Revised RF Extraction Methods forDeep
Submicron MOSFETs”, J.C. Tinoco, J.P. Raskin, Proceedings of
the 3rd European Microwave Integrated Circuits Conference,
octubre 2008, pp. 321-324.

A Trabajo No. 5.17 En: “A Comparative Evaluation of De-
Embedding Methods for On-Wafer RF CMOS Inductor S-
Parameters Measurements”, M. Drakaki, A. Hatzopoulos, S.
Siskos, Physica Status Solidi (c), Vol. 5, No. 12, diciembre 2008,
pp. 3671-3676.

A Trabajo No. 5.17 En: “A General Statistical Equivalent-Circuit-
Based De-Embedding Procedure for High  Frequency
Measurements”, M. Ferndahl, C. Fager, K. Andersson, P. Linnér,
H.O. Vickes, H. Zirath, IEEE Transactions on Microwave Theory
and Techniques, Vol. 56, No. 12, diciembre 2008, pp. 2692-2700.
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13.-

CURSOS IMPARTIDOS

1)

1987

1988

1989

1990

1991

1997

Cursos a nivel licenciatura:

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

13.1.11

“Algebra Elemental”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1987

“Fisica I”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1987

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1988

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1989

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1990

“Teoria Electromagnética I”

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Universidad de las Américas, Cholula, Puebla

Enero-mayo 1991

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1991

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1997

“Electrénica II”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1997

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1997

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1997

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla



1998

1999

2000

2001

13.1.12

13.1.13

13.1.14

13.1.15

13.1.16

13.1.17

13.1.18

13.1.19

13.1.20

13.1.21

13.1.22

13.1.23

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1998

“‘Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1998

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1998

“‘Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1998

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1999

“‘Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1999

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2000

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2000

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Mayo-junio 2000

“‘Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2000

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2000

“Antenas’

Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2001

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla



2002

2003

2004

2005

2006

13.1.24

13.1.25

13.1.26

13.1.27

13.1.28

13.1.29

13.1.30

13.1.31

13.1.32

13.1.33

13.1.34

13.1.35

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2001

“‘Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2001

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2002

“‘Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2002

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2003

“‘Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2003

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2004.

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

“Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-Diciembre 2004.

Cholula, Puebla

‘Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2005.

Cholula, Puebla

‘Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2005.

Cholula, Puebla

“Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2006.

Cholula, Puebla

“Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2006.
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Cholula, Puebla



2007 13.1.36 “Lineas de Transmision y Antenas”
Universidad de las Américas, Cholula, Puebla

Enero-mayo 2007.
13.1.37 “Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas, Cholula, Puebla
Agosto-diciembre 2007.
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2)

1989

1990

1991

1992

Cursos a nivel postgrado:

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

“Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1989

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1989

“‘Modelado de Dispositivos Semiconductores y Circuitos

Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-agosto 1989

“Caracterizacion y Optimizacion de Circuitos Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 1989

(Co-impartido por Monico Linares)

“Fisica Electronica”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1989

“Fisica del Estado Sdélido”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1990

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1990

“Electromagnetismo”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1991

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1991

“Dispositivos Electrénicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1991

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1992
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1993

1994

1996

1997

1998

13.2.12

13.2.13

13.2.14

13.2.15

13.2.16

13.2.17

13.2.18

13.2.19

13.2.20

13.2.21

13.2.22

13.2.23

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1992

“Dispositivos Electronicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1992

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1993

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1994

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1996

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1996

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1997

“Modelado de Dispositivos Semiconductores”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-Diciembre 1997

(Co-impartido con Edmundo Gutiérrez y Alfonso Torres)

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1998

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1998

“Teoria Electromagnética”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-Diciembre 1998

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-Diciembre 1998
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1999

2000

2001

2002

13.2.24

13.2.25

13.2.26

13.2.27

13.2.28

13.2.29

13.2.30

13.2.31

13.2.32

13.2.33

13.2.34

13.2.35

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1999

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1999

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1999

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1999

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2000

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2000

“Fisica y Modelado de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2000

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2001

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2001

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2001

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2002

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2002
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2003

2004

2005

2006

13.2.36

13.2.37

13.2.38

13.2.39

13.2.40

13.2.41

13.2.42

13.2.43

13.2.44

13.2.45

13.2.46

“‘Modelado y Simulacién de Dispositivos

Circuitos Integrados”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2002.
(Co-impartido por Alfonso Torres)

“Fisica General”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2002

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-agosto 2003

“Dispositivos Electrénicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2003

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2004

Semiconductores y

“Medicion, Caracterizacién y Modelado de Dispositivos en Altas

Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2005.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Junio-julio 2005.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2005.

“Medicion, Caracterizacién y Modelado de Dispositivos en Altas

Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2006.

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2006.

“Fisica y Modelado de Transistores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2006.
(Co-impartido por Pedro Rosales)
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2007

2008

2009

13.2.47

13.2.48

13.2.49

13.2.50

13.2.51

13.2.52

13.2.53

13.2.54

“Medicion, Caracterizacién y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2007.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2007.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2007.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2008.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2008.

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2008.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2008.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 20009.

(Co-impartido por Reydezel Torres)
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14.- TESIS DIRIGIDAS

TESIS DIRIGIDAS:

Doctorado:

2000 14.1.1 “‘Analisis, Modelado y Disefio de una Estructura Split-Drain
MAGFET bajo Condiciones de Operacién a 77 y 300K”, Pedro J.
Garcia Ramirez. INAOE, agosto 24 2000. (Co-director: Edmundo
Gutiérrez).

2003 14.1.2 “‘Small Signal Modeling of Bulk MOSFETs for High Frequency
Applications”, Reydezel Torres Torres. INAOE, diciembre 15
2003.

2004 14.1.3 “Transistor Bipolar de Heterouniéon con Emisor Amorfo Compatible
con la Tecnologia CMOS”, Pedro Rosales Quintero. INAOE,
noviembre 15 2004. (Co-director: Alfonso Torres).

2008 14.1.4 “‘Modelado de la Inductancia Propia para Interconexiones en
Silicio”, Jesus Huerta Chua. INAOE, diciembre 19, 2008.

Maestria:

1990 14.2.1 “‘Determinacion de Funcionalidad de Circuitos Integrados Digitales
CMOS”, Sotero Fuentes, INAOE, octubre 15 1990. (Co-director:
Monico Linares A.)

1991 14.2.2 “‘Disefio de un Otofono en Base a Celdas Basicas Analdgicas
CMOS”, Federico Sandoval, INAOE, mayo 23 1991.

2000 14.2.3 “Método Alternativo para la Determinacion de la Longitud Efectiva
y la Resistencia Serie Fuente/Drenaje en el TMOS LDD”, Reydezel
Torres Torres, INAOE, agosto 9 2000.

2001 14.2.4 ‘Reordenamiento de las Ecuaciones que Emanan de Circuitos no
Lineales para Acelerar la Simulacion Homotopica”, Héctor
Vazquez, INAOE, noviembre 5 2001. (Co-director: Arturo
Sarmiento R.)

14.2.5 “‘Disefio de un Magnetometro para Caracterizacion de Sensores
Magnéticos”, Edilberto Serrano, INAOE, mayo 24 2001.
2002 14.2.6 “Fabricacion y Caracterizacion de Inductores Coplanares

Integrados”, Jesus Huerta, INAOE, febrero 22 2002. (Co-
directores: Alejandro Diaz Sanchez, Alfonso Torres Jacome).
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14.2.7
2003 14.2.8

14.2.9
2005 14.2.10

Licenciatura:

1992 14.3.1

2002 14.3.2

“‘Modelado de Componentes Parasitos de Compuerta de un
Transistor MOS LDD”, Lucila Ortega Vargas, INAOE, noviembre
29 2002.

“Disefio, Fabricacion y Caracterizacion de Antenas Integradas’,
Georgina Rosas Guevara, INAOE, septiembre 1 2003.

“‘Modelado de la Interferencia Electromagnética en Lineas de
Interconexion”, Emmanuel Torres Rios, INAOE, octubre 24 2003.

‘Dos Filosofias Distintas de la Técnica de Calibracion LRL
Multilineas para Eliminar los Errores Sistematicos del Analizador
de Redes Vectorial”, Juan Alberto Saldivar Morales, INAOE, julio 8
2005. (Co-directores: Ignacio Zaldivar, Apolinar Reynoso).

“Fabricacion y Caracterizacion de Celdas Basicas Digitales
Integradas Metal-Oxido-Semiconductor Complementario (CMOS)”,
Ignacio Zaldivar, UAP, 1992. (Co-directores: Modnico Linares A.,
Arturo Prieto F.).

‘E-Magnetic 3D”, Carlos Marin, UDLA, enero 15 2002. (Co-
director: David Baez Lépez).
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15.-  DIRECCION DE PROYECTOS EXTERNOS

1989-90

1998-99

2000-01

2001-03

2002-04

15.1

15.2

15.3

154

15.5

“Fortalecimiento al Postgrado en Microelectronica en el INAOE”,
proyecto apoyado por el Consejo del Sistema Nacional de
Educacién Tecnolégica (COSNET), clave 183.89, co-director:
Monico Linares.

“Caracterizacion de Transistores MOS para Aplicaciones en Alta
Frecuencia”, proyecto de Investigacién Inicial apoyado por el
CONACYT, clave 211290-5-126894A.

“Characterization and Modeling of High-Frequency MOS
Transistors”, proyecto conjunto con el “Interuniversitair Micro-
Elektronica Centrum” (IMEC) en Heverlee, Bélgica.

“Caracterizacion de Componentes Parasitas y Modelado del
Transistor MOS usando Técnicas de Alta Frecuencia”, proyecto
apoyado por el CONACYyT, clave 33810-A.

“LABDILEIT: Laboratory for Distance Learning based on Internet

Technology”, proyecto dentro del marco del programa Alfa-2 de la
Comunidad Europea.
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16.-

CURSOS DE _EDUCACION CONTINUA

1992

1995

1996

1999

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

“Didactica para Estudios de Postgrado”, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, marzo-abril 1992 (20 horas).

“Hybrid and Multi-Chip Module Design”, Hughes Aircraft, California,
EUA, diciembre 1992 (40 horas).

“Hacia una Definicion de las Aplicaciones para Circuitos de Alta
Frecuencia: Silicio y Compuestos IlI-V”, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, diciembre 1995 (20 horas).

“‘Model 360B Network Analyzer User Training Course”, INAOE,
Tonantzintla, Puebla, México, julio 1996 (20 horas).

‘RF IC Design for Wireless Communication Systems”, Instituto
Federal de Tecnologia de Suiza, Lausanna, Suiza, junio-julio 1999
(30 horas).



17.-

MEMBRESIAS

1988

1992

2002

2004

2007

2008

Miembro Titular de la Sociedad Mexicana de Fisica desde marzo
1988.

Miembro de IEEE desde mayo 1992 (No. 3107919).
Nombramiento a Senior Member, 16 de febrero de 2002.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, julio
2002 a la fecha.

Miembro del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and
Technology Education Consortium (ISTEC), enero 2004 a junio 30,
2007.

Tesorero del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C.
(COMEPOQ), enero 2004 a mayo 2008.

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, AC, desde
diciembre 2004.

Presidente del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and
Technology Education Consortium (ISTEC), julio 2007 a la fecha.

Vicepresidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado,
A.C. (COMEPO), mayo 2008 a la fecha.
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18.-

PARTICIPACION EN COMITES ORGANIZADORES DE CONFERENCIAS

1999

2000

2001

2002

2003

Publicity Chair para el Third IEEE International Workshop on
Design of Mixed-Mode Circuits and Applications, Puerto Vallarta,
Jalisco, México, julio 26-28 1999.

Local Arrangements Chair para el Third IEEE International
Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems
(ICCDCS2000), Cancun, Quintana Roo, México, marzo 15-17
2000.

Local Arrangements Chair para el Second IEEE Latin American
Test Workshop, Cancun, Quintana Roo, México, febrero 11-14
2001.

Presidente del Comité Organizador para el Segundo Encuentro
de Investigacién, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15
2001.

Miembro del International Committee para el Fourth IEEE
International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas Holandesas, abril 17-19
2002.

Presidente del Comité Organizador del Primer Taller
Mesoamericano y del Caribe de Biblioteca Digital y Educacion a
Distancia, Tonantzintla, Puebla, México, mayo 15-17 2002.

Presidente del Comité Organizador para el Tercer Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15
2002.

Coordinador General del Comité Organizador del IEEE Latin
American CAS Tour 2002, Tonantzintla, Puebla, Meéxico,
noviembre 18-22 2002.

Co-Presidente del Programa Técnico para el Xlll Congreso
Internacional de Electronica, Comunicaciones y Computadoras
(CONIELECOMP 2003), Cholula, Puebla, México, febrero 24-26
2003.

Coordinador General del Comité Organizador de la Conferencia
Internacional de Dispositivos, Circuitos y Sistemas Veracruz 2003,
Boca del Rio, Veracruz, México, junio 25-27 2003.

Presidente del Comité Organizador para el Cuarto Encuentro de

Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 13-14
2003.
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2004

2005

2006
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